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1. A mask blank comprising:
a substrate:
a multilayer reflective film being able to reflect EUV light on the substrate;
an absorber film on the multilayer reflective film, the absorber film containing ruthenium; and
a hard mask film on the absorber film;
wherein the hard mask film consists of silicon and oxygen;
wherein an Si2p narrow spectrum, obtained by analyzing the hard mask film by X-ray photoelectron
spectroscopy, has a maximum peak at a binding energy of at least 103 eV;
wherein an N1s narrow spectrum, obtained by analyzing the hard mask film by X-ray photoelectron
spectroscopy, has a maximum peak below a detection lower limit value; and
wherein, in the hard mask film, a content ratio (atomic %) of silicon and oxygen is Si:O=1:less than 2,
wherein an oxygen content of the hard mask film is at least 60 atomic % and at most 65.5 atomic %.
2. The mask blank according to claim 1, wherein an Ols narrow spectrum, obtained by analyzing the hard
mask film by X-ray photoelectron spectroscopy, has a maximum peak at a binding energy of at least 532 eV.
3. The mask blank according to claim 1, wherein an O1s narrow spectrum, obtained by analyzing the hard
mask film by X-ray photoelectron spectroscopy, has a maximum peak at a binding energy of less than 533 eV.
4. The mask blank according to claim 1, wherein a difference is at most 0.2 eV between:
a first binding energy at which a maximum peak is present in an Si2p narrow spectrum obtained by analyzing
a surface of the hard mask film by X-ray photoelectron spectroscopy, and
a second binding energy at which a maximum peak is present in an Si2p narrow spectrum obtained by
analyzing an inside of the hard mask film by X-ray photoelectron spectroscopy.
5. The mask blank according to claim 1, wherein a difference is at most 0.1 eV between:
a first binding energy at which a maximum peak is present in an O1s narrow spectrum obtained by analyzing a
surface of the hard mask film by X-ray photoelectron spectroscopy, and
a second binding energy at which a maximum peak is present in an O1s narrow spectrum obtained by
analyzing an inside of the hard mask film by X-ray photoelectron spectroscopy.
6. The mask blank according to claim 1, wherein the Si2p narrow spectrum has no peak at a binding energy in
a range of at least 97 eV and at most 100 eV.
7. The mask blank according to claim 1, wherein the absorber film contains at least one element selected from
chromium, tantalum, nickel, and cobalt.
8. The mask blank according to claim 1, wherein the absorber film can be etched with a chlorine-containing
gas.
9. The mask blank according to claim 8, wherein a protective film is provided between the multilayer reflective
film and the absorber film.
10. The mask blank according to claim 1, wherein the protective film contains ruthenium.
11. A method for manufacturing a transfer mask by using the mask blank according to claim 1, the method
comprising:
forming a transfer pattern on the hard mask film by dry etching using a fluorine-based gas and using, as a
mask, a resist film formed on the hard mask film and having the transfer pattern; and
forming the transfer pattern on the absorber film by dry etching using a chlorine-containing gas and using, as a
mask, the hard mask film with the transfer pattern formed thereon.
12. The method according to claim 11, wherein the chlorine-containing gas is an oxygen-containing chlorine-
based gas having a ratio of chlorine-based gas to oxygen gas of at least 10:1, and
wherein the dry etching using the chlorine-containing gas is carried out under a condition where a high bias
voltage is applied.
13. The method according to claim 11, wherein the chlorine-containing gas is an oxygen-free chlorine-based
gas, and
wherein the dry etching using the chlorine-containing gas is carried out under a condition where a high bias
voltage is applied.
14. A method for manufacturing a semiconductor device, comprising using the transfer mask manufactured by
the method according to claim 11 and transferring by exposure the transfer pattern to a resist film on a
substrate to be provided with a semiconductor device.



発明をわかりやすく説明 (US17/438194)

特許文書「マスクブランクおよびこれを用いた転写マスクの製造方法並びに半導体装置の製造方法」につい

て、以下の観点でわかりやすく説明します。

【技術分野】

本発明は、半導体製造に用いられるマスクブランクに関する技術です。特に、パターン形成用の薄膜と硬質マ

スク膜を透明基板上に積層した構造のマスクブランク、そのマスクブランクを用いた転写マスクの製造方法、

さらにその転写マスクを用いた半導体装置の製造方法に関するものです（0002,0105,0163）。

【用途】

本発明のマスクブランクは、露光工程において微細なパターンを高精度で形成するための転写マスクの製造に

用いられます。具体的には、ハーフトーン位相差マスクやバイナリマスク、さらにはEUV（極端紫外線）露光用
の反射型マスクの製造に適用されます（0002,0105,0163,0158）。

【課題】

従来のマスクブランクでは、光遮蔽膜（クロム系材料など）をパターン形成する際に、乾式エッチングで側面

エッチング（サイドエッチング）が進行しやすく、微細パターンの形状精度が低下する問題がありました。ま

た、硬質マスク膜の材料組成や結合状態によっては、エッチング耐性が低下し、パターンのエッジ形状が劣化

し、微細パターンの高精度形成が困難になるという課題がありました（0006～0015,0073,0074）。

さらに、酸素を含む塩素系ガスを用いた乾式エッチングは等方的なエッチング傾向が強く、バイアス電圧を高

くかけてもエッチングの異方性を十分に高められず、側面エッチングの抑制が難しいという問題もあります

（0007～0009）。

【構成】

本発明のマスクブランクは、透明基板上にパターン形成用薄膜（例えば光遮蔽膜や吸収膜）を形成し、その上

に硬質マスク膜を積層した構造を有します。硬質マスク膜は、シリコンと酸素を主成分とし、シリコンと酸素

の原子比がSi:O=1:2未満（酸素欠乏型SiO2膜）であることが特徴です。また、X線光電子分光法（XPS）によ
る分析で、硬質マスク膜のSi2pスペクトルの最大ピークが結合エネルギー103eV以上に位置し、N1sスペクトル
のピークが検出下限以下であることが求められます。これにより、低酸化度のSi—O結合やSi—Si結合の存在比
率が低く、エッチング耐性が高い膜質が得られます（0001,0020～0084,0105,0192）。

具体的には、硬質マスク膜の酸素含有量は60～65.5原子％程度に調整され、膜厚は2～20nm程度が適当とされ
ます。硬質マスク膜はスパッタリング法で形成され、アモルファスまたは微結晶構造を有します（0124～
0127,0131,0196）。

パターン形成用薄膜は、クロム、タンタル、ニッケルなどを含む材料で構成され、光遮蔽膜や吸収膜として機

能します。反射型マスク用では、多層反射膜や保護膜、吸収膜、硬質マスク膜が積層されます（0117～
0123,0163～0191）。

【効果】

本発明の硬質マスク膜は、酸素欠乏型のSiO2膜であり、XPS分析によりSi2pピークが103eV以上に位置し、
N1sピークが検出下限以下であることにより、低酸化度の結合やSi—Si結合が少なく、フッ素系ガスによる乾式
エッチングで高いエッチング速度を示します。これにより、硬質マスク膜のエッチング時間を短縮でき、レジ

スト膜の厚みを薄くできるため、微細なレジストパターンの倒壊や剥離を防止しやすくなります（0072～
0087,0220～0234）。

また、硬質マスク膜のエッチング耐性が高いため、酸素含有塩素系ガスを用いた高バイアス電圧条件下での乾

式エッチングにおいても、側面エッチングを抑制し、パターンのエッジ形状を良好に保つことが可能です。こ

れにより、光遮蔽膜や吸収膜上に高精度で微細なパターンを形成でき、半導体デバイスの微細化に寄与します



（0009～0015,0073～0077,0150,0211）。

さらに、硬質マスク膜の材料組成や結合状態を適切に制御することで、パターン形成時のエッチング選択性が

向上し、パターンの寸法精度やエッジの滑らかさが改善されます。これにより、露光マスクの性能向上と半導

体製造の歩留まり向上が期待されます（0059～0062,0085～0087）。

【具体例・想定用途・活用シーン】

本発明のマスクブランクは、ArFエキシマレーザー（波長193nm）を用いた露光装置でのハーフトーン位相差マ
スクやバイナリマスクの製造に適しています。特に、DRAMの32nm世代など微細パターンの形成に有効であ
り、サブ解像度支援機能（SRAF）を含む微細パターンの高精度形成が可能です（0133,0214～0234）。

また、EUV露光用の反射型マスクにも適用可能で、多層反射膜上に吸収膜と硬質マスク膜を積層し、高バイア
ス条件下での乾式エッチングに耐える構造を実現しています。これにより、EUVリソグラフィーにおける微細
パターン形成の精度向上に貢献します（0163～0211）。

以上のように、本発明は半導体製造における露光マスクの微細化と高精度化を実現し、次世代半導体デバイス

の製造において重要な役割を果たします。

関連段落：

0002,0105,0163,0158,0006,0015,0073,0074,0007,0009,0001,0020,0084,0192,0124,0127,0131,0196,0117,01
23,0191,0072,0087,0220,0234,0077,0150,0211,0059,0062,0085,0133,0214

L-PP-yv-Sw2nyY8XnEcLGA 2025-05-16

クレームツリー (US17/438194)

＜1＞
ラベル：マスクブランク構造

特徴：ハードマスク膜がSiとOからなり、Si:Oの原子比が1:2未満で酸素含有率60～65.5原子％、Si2pスペクト
ルの最大ピークが103eV以上、N1sスペクトルのピークが検出下限以下
従属先：-

関連段落：

0021～0026,0070～0087

＜2＞
ラベル：スペクトル特性

特徴：ハードマスク膜のO1s狭帯域スペクトルの最大ピークが532eV以上であること
従属先：1

関連段落：

0027～0028

＜3＞
ラベル：スペクトル特性

特徴：ハードマスク膜のO1s狭帯域スペクトルの最大ピークが533eV未満であること
従属先：1

関連段落：

0029～0030

＜4＞
ラベル：スペクトル特性



特徴：ハードマスク膜の表面と内部のSi2p狭帯域スペクトルの最大ピーク位置の差が0.2eV以下
従属先：1

関連段落：

0031～0033

＜5＞
ラベル：スペクトル特性

特徴：ハードマスク膜の表面と内部のO1s狭帯域スペクトルの最大ピーク位置の差が0.1eV以下
従属先：1

関連段落：

0102～0103

＜6＞
ラベル：スペクトル特性

特徴：ハードマスク膜のSi2p狭帯域スペクトルに97～100eVの範囲でピークが存在しないこと
従属先：1

関連段落：

0099～0101

＜7＞
ラベル：吸収膜組成

特徴：吸収膜がクロム、タンタル、ニッケル、コバルトのうち少なくとも一つを含むこと

従属先：1

関連段落：

0180～0184

＜8＞
ラベル：吸収膜特性

特徴：吸収膜が塩素含有ガスでエッチング可能であること

従属先：1

関連段落：

0179,0207

＜9＞
ラベル：保護膜構造

特徴：多層反射膜と吸収膜の間に保護膜が設けられていること

従属先：8

関連段落：

0165～0177

＜10＞
ラベル：保護膜組成

特徴：保護膜がルテニウムを含むこと

従属先：9

関連段落：

0174～0176

＜11＞
ラベル：製造方法

特徴：フッ素系ガスによるドライエッチングで硬質マスク膜に転写パターンを形成し、塩素系ガスで吸収膜に



転写パターンを形成すること

従属先：1

関連段落：

0050～0052

＜12＞
ラベル：製造方法条件

特徴：塩素含有ガスが塩素系ガスと酸素ガスの混合比が10:1以上で高バイアス電圧条件下でドライエッチング
されること

従属先：11

関連段落：

0053～0056

＜13＞
ラベル：製造方法条件

特徴：塩素含有ガスが酸素を含まない塩素系ガスで高バイアス電圧条件下でドライエッチングされること

従属先：11

関連段落：

0057～0060

＜14＞
ラベル：半導体製造方法

特徴：転写マスクを用いて基板上のレジスト膜に転写パターンを露光転写する半導体装置製造方法

従属先：11

関連段落：

0061～0062
QZCWNA4pTIWqKBELYy6C7A 2025-05-16

特開2014232191 (Sakai et al. '191)
h0f3V1fYRGaxFjHrnaNjQQ

発明をわかりやすく説明 (特開2014232191)

本発明は、半導体製造に用いられるマスクブランクおよび位相シフトマスクの技術に関するもので、特に透光

性基板に微小な凹欠陥があっても転写不良を抑制できるマスクブランクの提供を目的としています

（0001,0009）。

【技術分野】

本発明は、半導体装置の製造工程で用いられるフォトリソグラフィ技術に関連し、特に位相シフトマスクの製

造に用いられるマスクブランクおよびその製造方法に関するものです（0001,0002）。

【用途】

本発明のマスクブランクおよび位相シフトマスクは、半導体基板上のレジスト膜に微細なパターンを高精度に

露光転写するために使用されます。特に、ArFエキシマレーザ光（波長約193nm）などの短波長光を用いた露
光工程に適しています（0001,0030,0112）。

【課題】

従来のマスクブランク製造において、透光性基板の主表面に微小な凹欠陥が存在すると、その部分に成膜され

開く



る位相シフト膜に密度の低い領域（低密度領域）が形成され、周囲よりも透過率が高くなるため、露光転写時

に転写不良（白欠陥）が発生する問題がありました。特に斜入射回転スパッタ法で成膜した場合にこの問題が

顕著で、凹欠陥部の透過率を周囲と同程度に抑えることが困難でした（0006〜0008,0023〜0024）。

【構成】

本発明のマスクブランクは、透光性基板の主表面に凹欠陥部があっても、位相シフト膜を透光性基板側から

「高透過層」と「低透過層」の順に積層した構造としています。高透過層は凹欠陥部上に低密度領域を含み、

密度が凹欠陥のない部分よりも相対的に低いものの、元々透過率が高い層であるため、低密度領域の影響によ

る透過率の上昇は抑えられます。一方、低透過層は高透過層よりも透過率が低く、凹欠陥部上の低密度領域に

は達していません。この構成により、位相シフト膜全体の透過率を低透過層で制御し、凹欠陥部の透過率の均

一性を向上させています（0009,0011,0025〜0026,0029〜0033,0042,0043,0045,0050）。

高透過層および低透過層は主にケイ素と窒素を含む材料で形成され、高透過層は低透過層よりも窒素含有量が

多いことが特徴です。これにより、耐光性や耐薬性の向上も図られています。また、位相シフト膜の最上層に

はケイ素および酸素を含む材料からなる層を設け、耐薬性をさらに高めています（0034〜0037,0051〜
0054）。

製造方法としては、斜入射回転スパッタ法を用いて高透過層と低透過層を順に成膜します。この方法では、透

光性基板を回転させながらスパッタリングターゲットの面を傾斜させて配置し、凹欠陥部における成膜ムラや

低密度領域の形成を制御しています（0067〜0075,0082〜0099）。

【効果】

この構成により、凹欠陥部における位相シフト膜の透過率の面内均一性が向上し、白欠陥の発生を抑制できま

す。結果として、位相シフトマスクを用いた露光転写時の転写不良を防止し、半導体デバイスの高精度なパタ

ーン形成が可能となります（0017,0116）。

【具体例・想定用途・活用シーン】

例えば、合成石英ガラス製の透光性基板に対し、アルゴンと窒素の混合ガスを用いた反応性スパッタリングで

高透過層（窒化ケイ素系）を約55nm厚で成膜し、その上に低透過層を積層、さらに耐薬性向上のためにケイ素
酸化物系の最上層を設けたマスクブランクを製造します。このマスクブランクから位相シフトマスクを作製

し、半導体製造の露光工程で用いることで、凹欠陥があっても転写不良を起こさず、微細な回路パターンを高

精度に形成できます（0118〜0136）。

この技術は、特に微細化が進む半導体製造において、露光マスクの品質向上と歩留まり改善に貢献します。露

光光としては、193nmのArFエキシマレーザ光が主に想定されており、微細パターンの転写精度が求められる先
端半導体製造ラインでの活用が期待されます（0030,0112）。

関連段落：

0001,0009,0002,0030,0112,0006,0008,0023,0024,0011,0025,0026,0029,0033,0042,0043,0045,0050,0034,00
37,0051,0054,0067,0075,0082,0099,0017,0116,0118,0136

vyRtxn7uRrKmk7y5ZAmLWw 2025-05-16

特開2017134424 (Nozawa et al. '424)
WUWyAUBwQymETlU_Gi88Fg

発明をわかりやすく説明 (特開2017134424)

本発明は、半導体デバイスの製造に用いられるマスクブランクおよび位相シフトマスクに関する技術です。以

下に技術分野、用途、課題、構成、効果についてわかりやすく説明します。

開く



【技術分野】

本発明は、半導体製造工程で使用されるフォトリソグラフィー用のマスクブランクおよびそれを用いて製造さ

れる位相シフトマスクに関するものです。特に、露光光源として短波長のArFエキシマレーザー（波長193nm）
を用いる場合に適したマスクの構造に関する技術です（0001、0002、0003）。

【用途】

本発明のマスクブランクおよび位相シフトマスクは、半導体基板上に微細なパターンを高精度に転写するため

に使用されます。特に、微細化が進む半導体デバイスの製造において、露光光の波長短縮に対応しつつ、マス

クの耐久性やパターン精度を維持する用途に適しています（0002、0003、0084）。

【課題】

従来の位相シフトマスクでは、透光性基板上にケイ素を含む位相シフト膜とクロムを含む遮光膜が積層されて

いる構造が一般的ですが、露光時に遮光膜中のクロム原子が位相シフト膜内に移動する「クロムマイグレーシ

ョン」という現象が発生し、位相シフト膜の透過率低下やパターン像の劣化、透光部のくもりなどの問題が生

じていました。これにより、長時間の露光や繰り返し使用時にマスクの性能が低下するという課題がありまし

た（0008、0009、0010）。

【構成】

本発明のマスクブランクは、透光性基板上に位相シフト膜と遮光膜がこの順に積層されており、位相シフト膜

はケイ素を含みクロムをほぼ含まない材料で形成されています。位相シフト膜はさらに下層と上層の二層構造

を持ち、下層は上層よりも消衰係数（光の吸収度）が大きく、屈折率は透光性基板よりも小さい材料で形成さ

れます。上層は屈折率が高く、消衰係数は小さい材料で形成され、下層より厚い構造です。

遮光膜は位相シフト膜の上層に接しており、その接する層はクロムを含む材料で形成されています。また、位

相シフト膜と遮光膜の積層状態において、透光性基板側から入射する露光光の反射率（裏面反射率）が30%以
上となるように設計されています。この反射率の高さがクロムマイグレーションの抑制に重要な役割を果たし

ます（請求項1、請求項6～10、0011～0017、0035～0041、0047～0070）。

さらに、位相シフト膜の上層の表面には酸化層が形成されており、これにより膜応力の低減や耐久性の向上が

図られています（0059、0063）。

【効果】

このような構成により、透光性基板と位相シフト膜の界面での反射率を高めることができ、位相シフト膜内部

に入射する露光光の量を減らすことが可能となります。これにより、位相シフト膜内のケイ素原子の光励起が

抑制され、遮光膜中のクロム原子の光励起も減少します。その結果、クロム原子が位相シフト膜内に侵入する

クロムマイグレーション現象が大幅に抑制されます。

また、遮光膜と位相シフト膜の界面における反射率を高めることで、遮光膜内部への露光光の侵入を減らし、

遮光膜中のクロム原子の光励起を抑制し、耐久性を向上させています。

さらに、位相シフト膜の二層構造により、所定の透過率と位相差を確保しつつ、膜厚を薄くできるため、マス

クの電磁界バイアスを低減し、微細パターンの精度向上にも寄与します（0030～0034、0040～0046、0048～
0056、0070～0075）。

【具体例・想定用途・活用シーン】

実施例では、合成石英ガラス製の透光性基板上に、消衰係数の大きい下層と屈折率の高い上層からなる位相シ

フト膜を形成し、その上にクロムを含む遮光膜を積層したマスクブランクを作製しています。これを用いて製

造された位相シフトマスクは、ArFエキシマレーザー光を用いた露光装置にセットし、積算照射量が40kJ/cm2
に達するまで繰り返し露光しても、クロムマイグレーションが抑制され高精度なパターン転写が可能であるこ

とが確認されています（0085～0096(実施例1)）。

この技術は、微細化が進む半導体製造工程において、露光マスクの耐久性とパターン精度を維持しつつ、長時



間の露光や繰り返し使用に耐えるマスクの提供に役立ちます。特に、ArFエキシマレーザーを用いる先端のフォ
トリソグラフィー工程での活用が想定されます（0002、0084）。

以上のように、本発明は、位相シフト膜の構造と材料の工夫により、クロムマイグレーションを抑制し、耐久

性とパターン精度を向上させたマスクブランクおよび位相シフトマスクを提供する技術です。これにより、半

導体デバイスの高精度な製造が可能となります。

関連段落：

0001,0002,0003,0084,0008,0009,0010,1,6,0011,0017,0035,0041,0047,0070,0059,0063,0030,0034,0040,004
6,0048,0056,0075,0085,0096

w7LY7OjeQWe-cufeCdsP5g 2025-05-19

WO2017/141605 (Ryo et al. '605)
92SSkySZSNy2e8L3k6A3LQ

発明をわかりやすく説明 (WO2017/141605)

「位相シフトマスク製造用のマスクブランクおよびその製造方法に関する発明」についてわかりやすく説明し

ます。

【技術分野】

本発明は、半導体製造に用いられる位相シフトマスクの製造に関する技術です。特に、微細で高精度なパター

ンを形成可能なマスクブランクの構造とその製造方法に関するものです（0001）。

【用途】

このマスクブランクは、半導体デバイスの製造工程で用いられる位相シフトマスクの基材として使用されま

す。位相シフトマスクは、露光装置で微細な回路パターンを半導体基板に転写する際に用いられ、より高精度

なパターン形成を可能にします（0001,0087〜0090）。

【課題】

従来のクロム系材料を用いた遮光膜では、酸素を含む塩素系ガスを使ったドライエッチング時に、パターンの

側面が不均一に削られる「サイドエッチング」が大きく、微細パターンの精度が低下する問題がありました。

また、遮光膜のエッチング速度を上げるために窒素を含有させるとサイドエッチングが進みやすく、クロム含

有量を増やすとエッチング速度が遅くなり、結果的にパターン形成の効率が悪くなるという問題もありました

（0005〜0011,0032〜0037）。

【構成】

本発明のマスクブランクは、透過性のある基板の上に、クロム、酸素、炭素を含む単層の遮光膜を形成し、そ

の上にケイ素またはタンタルを含むハードマスク膜を積層した構造を持ちます。遮光膜は、ハードマスク膜側

の表面近傍に酸素含有量が増加した組成傾斜部を持ち、組成傾斜部を除いた部分ではクロム含有量が50原子％
以上で、窒素含有量は検出限界以下であることが特徴です。また、遮光膜の炭素含有量の割合も一定以上に保

たれています。ハードマスク膜は、酸素含有量が50原子％以上のタンタル酸化物系材料やケイ素系材料で形成
され、ドライエッチングに対して高い耐性を持ちます（0001,0012〜0016,0040〜0071）。

【効果】

この構成により、酸素を多く含む塩素系ガスを用いた高バイアス電圧のドライエッチングでも、遮光膜のパタ

ーンのサイドエッチングを大幅に抑制できます。これにより、微細で高精度な遮光パターンを形成可能とな

り、位相シフトマスクのパターン精度が向上します。さらに、ハードマスク膜の耐エッチング性が高いため、

レジスト膜の厚さを薄くでき、レジストパターンの倒壊や脱離を防止できます。結果として、半導体デバイス

の製造においても高精度な回路パターン形成が可能となります（0012,0025,0085〜0090）。

開く



【具体例・想定用途】

実施例では、合成石英ガラス基板上にクロム、酸素、炭素からなる遮光膜を形成し、その上に酸素含有量が高

いタンタル酸化物系のハードマスク膜を積層しています。このマスクブランクを用いて電子線描画で微細パタ

ーンを形成し、高バイアスの酸素含有塩素系ガスによるドライエッチングで遮光膜をパターニングしました。

その結果、サイドエッチングが抑制され、微細パターンの精度が高い位相シフトマスクを製造できました。こ

のマスクを用いた半導体デバイス製造では、設計通りの高精度な回路パターン形成が確認されています

（0092〜0113,0120〜0126,0087〜0090）。

この技術は、特に微細化が進む半導体製造において、露光マスクのパターン精度向上と製造効率の改善に寄与

します。例えば、DRAMの32nm世代など、微細な回路パターンを高精度に形成する必要がある場面での活用が
想定されます（0071,0087〜0090）。

関連段落：

0001,0087,0090,0005,0011,0032,0037,0012,0016,0040,0071,0025,0085,0092,0113,0120,0126
-elAxR54RvKNhshCE2_Dog 2025-05-19

拒絶理由通知書の認定整理
出力結果が不十分な場合は再実行してください

審査官の見解を、引用文献の認定、相違点に関する見解などの項目ごとに整理して出力します。

拒絶理由通知書に記載された認定内容を、項目ごとに短時間で把握することができます。

拒絶理由通知への対応の際は、審査官によるそれぞれの認定内容・見解に対して反論します。

Obviousness(35U.S.C.103)
請求項 見解種別 見解の内容 引用番号 参照段落

1-3 見解の概要 請求項1-3に係る発明は、Saka
i et al. JP 2014232191 Aに対
して進歩性がない

引用文献1 -

1-3 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は基板とエッ
チングマスクフィルムを含む

マスクブランクを開示してい

る。ハードマスクフィルムは

パターン形成薄膜として機能

する光遮蔽フィルム上に形成

されている。ハードマスクフ

ィルムはシリコンと酸素を含

み、シリコンと酸素の含有比

（原子％）は0.50を超えるこ
とができ、「Si：O = 1：2未
満」の制限を満たす

引用文献1 [0004, 0006, 0
011, 0128]

1-3 相違点の認定 Si2p、N1s、およびO1sの狭い
スペクトル最大結合エネルギ

ーに関する特定の値

引用文献1 -

認定整理の再実行



請求項 見解種別 見解の内容 引用番号 参照段落

1-3 相違点に関す

る見解

同じ組成のマスクブランクは

同じ特性を示すことが予想さ

れる。先行技術の組成物の以

前に認識されていなかった特

性の発見は、古い組成物を特

許性のある新規なものにする

ものではない

引用文献1 -

4-6 見解の概要 請求項4-6に係る発明は、Saka
i et al. JP 2014232191 Aに対
して進歩性がない

引用文献1 -

4-6 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示している

引用文献1 -

4-6 相違点に関す

る見解

Sakai et al. '191の位相シフト
マスクブランクの組成を調整

して、本願請求項に記載され

た結合エネルギーを示すよう

にすることは、当業者にとっ

て自明であった。「請求項の一

般的な条件が先行技術で開示

されている場合、日常的な実

験によって最適または実用的

な範囲を発見することは発明

的ではない」

引用文献1 -

7 見解の概要 請求項7に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

7 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示している

引用文献1 -

7 相違点の認定 Sakai et al. '191はハードマス
クフィルムの酸素含有量が少

なくとも60％であることを明
示的に教示していない

引用文献1 -

7 相違点に関す

る見解

SiO2ハードマスクフィルムの
原子濃度を調整することは、

過度の実験なしに行うことが

できる。一般に、濃度や温度

の違いは、そのような濃度や

温度が重要であるという証拠

がない限り、先行技術に包含

される主題の特許性を支持す

るものではない

引用文献1 [0065]

8 見解の概要 請求項8に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -



請求項 見解種別 見解の内容 引用番号 参照段落

8 引用文献の認

定

Sakai et al. '191はハードマス
クフィルムがシリコンと酸素

を含むことを教示している

引用文献1 [0128]

9 見解の概要 請求項9に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

9 引用文献の認

定

Sakai et al. '191はパターン形
成薄膜がクロム、タンタル、

またはニッケルを含むことが

できることを教示している

引用文献1 [0061]

10 見解の概要 請求項10に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

10 引用文献の認

定

Sakai et al. '191はパターン形
成薄膜が光遮蔽フィルムであ

ることを教示している

引用文献1 [0061]

11 見解の概要 請求項11に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

11 引用文献の認

定

Sakai et al. '191の位相シフト
フィルムは基板と光遮蔽フィル

ムの間に形成されている

引用文献1 Fig. 1

12 見解の概要 請求項12に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 AとNoza
wa et al. JP 2017134424 Aに
基づいて進歩性がない

引用文献1, 引
用文献2

-

12 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示している。Sakai et al. 
'191はパターン形成フィルムを
吸収体フィルムとして明示的

に教示していない

引用文献1, 引
用文献2

-

12 相違点の認定 パターン形成フィルムが吸収体

フィルムであること

引用文献1, 引
用文献2

-

12 相違点に関す

る見解

Nozawa et al. '424はパターン
形成薄膜の制限を満たす吸収

フィルムを考慮している。Noz
awa et al. '424の開示に基づい
て、露光光のエネルギーを吸

収するために、Sakai et al. '19
1のパターン形成薄膜を吸収体
フィルムとして形成すること

は、当業者にとって自明であ

った

引用文献1, 引
用文献2

[0029-0031]



請求項 見解種別 見解の内容 引用番号 参照段落

13 見解の概要 請求項13に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

13 引用文献の認

定

Sakai et al. '191はフッ素ベー
スのガスでエッチングするこ

とによってハードマスクフィ

ルム上にパターンを形成し、

ハードマスクフィルム上に形

成され転写パターンを有する

レジストフィルムをマスクとし

て使用する転写マスクの製造

方法を教示している。さら

に、塩素含有ガスを用いたド

ライエッチングによりパターン

形成薄膜上に転写パターンを

形成し、その上に形成された

転写パターンを有するハード

マスクフィルムをマスクとし

て使用することを教示してい

る

引用文献1 [0107, 0108]

14 見解の概要 請求項14に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 AとRyo 
et al. WO 2017141605 A1に基
づいて進歩性がない

引用文献1, 引
用文献3

-

14 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示しているが、高バイア

ス電圧が印加される条件下

で、塩素ベースのガスと酸素ガ

スの含有比が少なくとも10:1
でのドライエッチングを明示

的に教示していない

引用文献1, 引
用文献3

-

14 相違点の認定 高バイアス電圧が印加される

条件下で、塩素ベースのガスと

酸素ガスの含有比が少なくと

も10:1でのドライエッチング

引用文献1, 引
用文献3

-

14 相違点に関す

る見解

Ryo et al. '605は位相シフトマ
スク上のクロム含有フィルム

のエッチングに使用される10:
1以上の比率の酸素-塩素ガス
の適用を教示している。高バ

イアス電圧が印加される。Ryo 
et al. '605の教示に基づいて、
Ryo et al. '605のガス条件下で
Sakai et al. '191のハードマス
ク層を正常にエッチングする

という合理的な期待をもっ

引用文献1, 引
用文献3

Page 1, Transl
ation



請求項 見解種別 見解の内容 引用番号 参照段落

て、Sakai et al. '191のクロム
含有フィルムをエッチングする

ことは当業者にとって自明で

あった

15 見解の概要 請求項15に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 AとRyo 
et al. WO 2017141605 A1に基
づいて進歩性がない

引用文献1, 引
用文献3

-

15 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示している。Sakai et al. 
'191はさらに、酸素を含まな
い塩素ガスでパターン形成薄

膜の制限を満たす光遮蔽フィ

ルムをエッチングすることを

教示している。Sakai et al. '19
1は高バイアス電圧の適用を教
示していない

引用文献1, 引
用文献3

[0062]

15 相違点の認定 高バイアス電圧の適用 引用文献1, 引
用文献3

-

15 相違点に関す

る見解

Ryo et al. '605は塩素含有ガス
と高バイアス電圧を用いて位

相シフトマスク上のクロム含

有フィルムをエッチングするこ

とを教示している。Ryo et al. 
'605の教示に基づいて、エッチ
ング異方性を増加させ、エッ

チングレートの低下を防ぐた

めに、Sakai et al. '191のクロ
ム含有フィルムをエッチングす

ることは当業者にとって自明

であった

引用文献1, 引
用文献3

Page 1, 11, Tr
anslation

16 見解の概要 請求項16に係る発明は、Sakai 
et al. JP 2014232191 Aに対し
て進歩性がない

引用文献1 -

16 引用文献の認

定

Sakai et al. '191は上記の制限
を教示している。Sakai et al. 
'191の方法で製造された転写
マスクを使用することは、上

記の詳細なステップと、半導

体デバイスが提供される基板

上のレジストフィルムに露光に

よって転写パターンを転写す

ることを含む

引用文献1 [0136]

用語抽出の再実行



特徴語抽出 出力結果が不十分な場合は再実行してください

本願請求項の「特徴語」を抽出します。引用文献がある場合は、引用文献の「特徴語」も抽出しま

す。

本願と引用文献の対応する用語は同じ色でハイライト表示されます。読解負荷を低減できます。

請求項の用語 引用文献の用語

mask mask blank[Sakai '191]
transfer mask[Sakai '191]

blank mask blank[Sakai '191]

comprising comprising[Sakai '191]

substrate substrate[Sakai '191]

film film[Sakai '191]

light light[Sakai '191]

absorber absorber film[Nozawa '424]

containing containing[Sakai '191]

hard hard mask film[Sakai '191]

consists contains[Sakai '191]

silicon silicon[Sakai '191]

oxygen oxygen[Sakai '191]

Si2p Si2p[Sakai '191]

narrow narrow[Sakai '191]

spectrum spectrum[Sakai '191]

maximum maximum[Sakai '191]

peak peak[Sakai '191]

binding binding[Sakai '191]

energy energies[Sakai '191]

least at least[Sakai '191]

N1s N1s[Sakai '191]

content content[Sakai '191]

ratio ratio[Sakai '191]

atomic atomic[Sakai '191]

Si Si[Sakai '191]



請求項の用語 引用文献の用語

less less than[Sakai '191]

claim Claim[Sakai '191]

Ols O1s[Sakai '191]

O1s O1s[Sakai '191]

difference differences[Sakai '191]

present present[Sakai '191]

range ranges[Sakai '191]

contains contains[Sakai '191]

chromium chromium[Sakai '191]

tantalum tantalum[Sakai '191]

nickel nickel[Sakai '191]

etched etching[Sakai '191]

chlorine-containing chlorine-containing gas[Sakai '191]

gas gas[Sakai '191]

provided provided[Sakai '191]

method method[Sakai '191]

manufacturing manufacturing[Sakai '191]

transfer transfer[Sakai '191]
transfer pattern[Sakai '191]
transfer mask[Sakai '191]

using using[Sakai '191]

forming forming[Sakai '191]

pattern pattern[Sakai '191]
transfer pattern[Sakai '191]

dry dry etching[Sakai '191]

etching etching[Sakai '191]
dry etching[Sakai '191]

fluorine-based fluorine-based gas[Sakai '191]

resist resist film[Sakai '191]

formed formed[Sakai '191]

thereon thereon[Sakai '191]



請求項の用語 引用文献の用語

chlorine-based chlorine-containing gas[Sakai '191]
chlorine-based gas[Ryo '605]

condition condition[Ryo '605]

high high bias voltage[Ryo '605]

bias bias voltage[Ryo '605]

voltage bias voltage[Ryo '605]

applied applied[Ryo '605]

oxygen-free not containing oxygen[Sakai '191]

semiconductor semiconductor device[Sakai '191]

device semiconductor device[Sakai '191]

transferring transferring[Sakai '191]

exposure exposure[Sakai '191]

ＡＩ検討・限定ポイント
出力結果が不十分な場合は再実行してください

拒絶理由通知書の内容を参照せずに、ＡＩが引例との一致点、相違点を検討した結果です。

相違点として認定された箇所については明細書の記載に基づく限定ポイントを提案します。

拒絶理由通知書の認定内容と比較することにより応答方針の作成のヒントとできます。

ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

【請求項1】

1A A mask bla
nk comprisi
ng:

マスクブラ

ンクであっ

て、

一

致

点

の

認

定

引用文献Sa
kai et al. '1
91には「マ
スクブラン

ク」が記載

されてい

る。マスク

ブランクは

光学的なマ

スクの中間

体として一

般的に知ら

れており、

Sakai 
et al. 
'191 
[000
1, 00
02, 0
011]

(A) マスクブ
ランクは「ハ

ーフトーン位

相シフトマス

ク用」である 
(効果[B]:位相
シフトマスク

の製造に適し

た構造を提供

する)
(B) マスクブ
ランクは「フ

ッ素系ガスを

(A) 00
02, 00
03
(B) 00
03, 00
11

クレームチャート再実行 ＡＩ検討の再実行 限定抽出の再実行



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

構成要素1A
の「A mask 
blank」に
相当する。

用いたドライ

エッチングに

よりパターニ

ング可能」で

ある (効果
[B]:製造工程
での加工性が

向上する)

1B a substrate: 基板と、 一

致

点

の

認

定

引用文献Sa
kai et al. '1
91には「透
光性基板の

主表面上に

位相シフト

膜が設けら

れた」と記

載されてお

り、構成要

素1Bの「a 
substrate」
に相当す

る。

Sakai 
et al. 
'191 
[001
1, 00
25]

(A) 基板は
「露光光に対

して優れた透

過性を有する

材料」である 
(効果[A]:露光
プロセスでの

光透過性が向

上する)
(B) 基板は
「合成石英ガ

ラス」である 
(効果[A]:ArF
エキシマレー

ザー光に対し

て高い透過率

を持つ)

(A) 01
08, 01
09
(B) 01
08

1C a multilayer 
reflective fil
m being abl
e to reflect 
EUV light o
n the substr
ate;

基板上にEU
V光を反射
できる多層

反射膜と、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には
「透光性基

板上に位相

シフト膜と

遮光膜が順

に積層した

構造を備え

るマスクブ

ランク」が

記載されて

いるが、「E
UV光を反
射する多層

反射膜」に

ついては記

載されてい

ない。Noza
wa et al. '4

Noza
wa et 
al. '4
24 [0
006, 
0011, 
0017]

(A) 多層反射
膜は「異なる

屈折率を有す

る元素を含む

層が周期的に

形成された構

造」である 
(効果[A]:EUV
光の反射効率

が向上する)
(B) 多層反射
膜は「高屈折

率材料の薄膜

と低屈折率材

料の薄膜が約

40〜60周期
で交互に形

成」されてい

る (効果[A]:E
UV光の反射

(A) 01
65, 01
69, 01
70
(B) 01
71



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

24は位相シ
フトマスク

に関するも

のであり、

EUV光を反
射する多層

反射膜を基

板上に設け

る構成は開

示されてい

ない。

効率を最適化

する)

1D an absorbe
r film on the 
multilayer r
eflective fil
m, the abso
rber film co
ntaining rut
henium; an
d

多層反射膜

上に設けら

れ、ルテニ

ウムを含む

吸収膜と、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には
「ケイ素を

含有し、ク

ロムを実質

的に含有し

ない材料で

形成され」

た位相シフ

ト膜につい

て記載され

ているが、

「ルテニウ

ムを含む吸

収体膜」に

ついては記

載されてい

ない。

Noza
wa et 
al. '4
24 [0
011, 
0035]

(A) 吸収体膜
は「EUV光を
吸収する」機

能を有する 
(効果[A]:パタ
ーン形成時の

コントラスト

が向上する)

(A) 01
15, 01
65

1E a hard mas
k film on th
e absorber 
film;

吸収膜上に

設けられた

ハードマス

ク膜と、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には
「遮光膜3
の上にハー

ドマスク膜

4が積層し
た」構成が

記載されて

いるが、

「吸収体膜

上のハード

マスク膜」

という特定

の構成は記

Noza
wa et 
al. '4
24 [0
067, 
0077]

(A) ハードマ
スク膜は「フ

ッ素系ガスを

用いたドライ

エッチングに

よりパターニ

ング可能」で

ある (効果
[B]:微細パタ
ーン形成が容

易になる)
(B) ハードマ
スク膜は「酸

素含有塩素系

ガスを用いた

(A) 00
03, 00
11
(B) 00
03, 00
14



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

載されてい

ない。

エッチングに

対して選択性

を有する」 
(効果[A]:下層
膜のパターニ

ング精度が向

上する)

1F wherein the 
hard mask f
ilm consists 
of silicon a
nd oxygen;

ハードマス

ク膜がケイ

素及び酸素

から成り、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜がケイ

素と酸素の

みからなる

構成は記載

されていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) ハードマ
スク膜は「シ

リコンと酸素

の結合形態が

多様」である 
(効果[B]:エッ
チング特性を

調整可能)
(B) ハードマ
スク膜は「酸

素欠乏SiO2
膜」である 
(効果[A]:フッ
素系ガスに対

するエッチン

グレートが高

く、迅速かつ

優れたエッチ

ングが可能)

(A) 00
72, 00
78
(B) 00
72, 00
73

1G wherein an 
Si2p narro
w spectru
m, obtained 
by analyzin
g the hard 
mask film b
y X-ray pho
toelectron s
pectroscop
y, has a ma
ximum pea
k at a bindi
ng energy o
f at least 10
3 eV;

ハードマス

ク膜をX線
光電子分光

法で分析し

たSi2pの狭
帯域スペク

トルにおい

て、103eV
以上の結合

エネルギー

に最大ピー

クがあり、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜のX線
光電子分光

分析におい

て、Si2pナ
ロースペク

トルの結合

エネルギー

103 eV以上
に最大ピー

クがあるこ

とは記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 結合エネ
ルギーが「少

なくとも103 
eV、最大10
3.5 eV」であ
る (効果[A]:
ハードマスク

膜の最適なエ

ッチング特性

を実現する)
(B) X線光電
子分光分析に

よるSi2pナロ
ースペクトル

の最大ピーク

の位置が「結

合エネルギー

103 eV以上」
である (効果

(A) 00
77, 00
97
(B) 00
79, 00
81-00
84



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

[A]:パターン
形成薄膜およ

びハードマス

ク膜に形成さ

れるパターン

のさらなる微

細化とパター

ン品質向上を

実現する)

1H wherein an 
N1s narrow 
spectrum, o
btained by 
analyzing t
he hard ma
sk film by X
-ray photoel
ectron spec
troscopy, h
as a maxim
um peak be
low a detec
tion lower li
mit value; a
nd

ハードマス

ク膜をX線
光電子分光

法で分析し

たN1sの狭
帯域スペク

トルにおい

て、検出下

限値以下に

最大ピーク

があり、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜のX線
光電子分光

分析におい

て、N1sナ
ロースペク

トルの最大

ピークが検

出下限値未

満であるこ

とは記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

1I wherein, in 
the hard m
ask film, a 
content rati
o (atomic 
%) of silico
n and oxyg
en is Si:O=
1:less than 
2,

ハードマス

ク膜中のケ

イ素と酸素

の含有比率

(原子%)がS
i:O=1:2未満
であり、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜におけ

るケイ素と

酸素の含有

比率がSi:O
=1:2未満で
あることは

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) ハードマ
スク膜におけ

るシリコンと

酸素の含有比

(原子%)が
「Si:O=1:2未
満」である 
(効果[A]:フッ
素系ガスに対

するエッチン

グレートが高

く、迅速かつ

優れたエッチ

ングが可能)

(A) 00
22-00
26, 00
72

1J wherein an 
oxygen con
tent of the 
hard mask f
ilm is at lea

ハードマス

ク膜の酸素

含有量が60
原子%以上6
5.5原子%以

相

違

点

の

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の酸素

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) ハードマ
スク膜の酸素

含有量が「少

なくとも60
原子%かつ最

(A) 00
37, 00
38



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

st 60 atomi
c % and at 
most 65.5 a
tomic %.

下である、

マスクブラ

ンク。

認

定

含有量が60
原子%以上
65.5原子%
以下である

ことは記載

されていな

い。

大65.5原
子%」である 
(効果[B]:最適
なエッチング

特性と耐久性

のバランスを

実現する)

【請求項2】

2A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein 
an Ols narr
ow spectru
m, obtained 
by analyzin
g the hard 
mask film b
y X-ray pho
toelectron s
pectroscop
y, has a ma
ximum pea
k at a bindi
ng energy o
f at least 53
2 eV.

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、ハード

マスク膜を

X線光電子
分光法で分

析したO1s
の狭帯域ス

ペクトルに

おいて、53
2eV以上の
結合エネル

ギーに最大

ピークがあ

る。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜のX線
光電子分光

分析におい

て、O1sナ
ロースペク

トルの結合

エネルギー

532 eV以上
に最大ピー

クがあるこ

とは記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項3】



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

3A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein 
an O1s narr
ow spectru
m, obtained 
by analyzin
g the hard 
mask film b
y X-ray pho
toelectron s
pectroscop
y, has a ma
ximum pea
k at a bindi
ng energy o
f less than 
533 eV.

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、ハード

マスク膜を

X線光電子
分光法で分

析したO1s
の狭帯域ス

ペクトルに

おいて、53
3eV未満の
結合エネル

ギーに最大

ピークがあ

る。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜のX線
光電子分光

分析におい

て、O1sナ
ロースペク

トルの結合

エネルギー

533 eV未満
に最大ピー

クがあるこ

とは記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項4】

4A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein 
a difference 
is at most 
0.2 eV betw
een:

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の表面

と内部のSi
2pナロース
ペクトルに

おける最大

ピークの結

合エネルギ

ーの差が最

大0.2 eVで
あることは

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 「ハード
マスク膜表面

のX線光電子
分光分析によ

るSi2pナロー
スペクトルの

最大ピークの

結合エネルギ

ーと、ハード

マスク膜内部

のX線光電子
分光分析によ

るSi2pナロー
スペクトルの

最大ピークの

結合エネルギ

ーとの差が最

大0.2 eV」で
ある (効果
[B]:ハードマ
スク膜の表面

と内部の組成

が均一である

ことを示し、

安定したエッ

(A) 00
35, 00
36



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

チング特性を

提供する)

4B a first bindi
ng energy a
t which a m
aximum pe
ak is prese
nt in an Si2
p narrow sp
ectrum obta
ined by ana
lyzing a sur
face of the 
hard mask f
ilm by X-ray 
photoelectr
on spectros
copy, and

ハードマス

ク膜の表面

をX線光電
子分光法で

分析したSi2
pの狭帯域
スペクトル

における最

大ピークの

結合エネル

ギーと、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の表面

を分析して

得られるSi
2pナロース
ペクトルに

おける最大

ピークの結

合エネルギ

ーについて

は記載され

ていない。

Noza
wa et 
al. '4
24

4C a second bi
nding energ
y at which a 
maximum p
eak is pres
ent in an Si
2p narrow s
pectrum obt
ained by an
alyzing an i
nside of the 
hard mask f
ilm by X-ray 
photoelectr
on spectros
copy.

ハードマス

ク膜の内部

をX線光電
子分光法で

分析したSi2
pの狭帯域
スペクトル

における最

大ピークの

結合エネル

ギーの差が

0.2eV以下
である。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の内部

を分析して

得られるSi
2pナロース
ペクトルに

おける最大

ピークの結

合エネルギ

ーについて

は記載され

ていない。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項5】

5A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein 
a difference 
is at most 
0.1 eV betw
een:

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の表面

と内部のO1
sナロースペ
クトルにお

ける最大ピ

Noza
wa et 
al. '4
24



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

ークの結合

エネルギー

の差が最大

0.1 eVであ
ることは記

載されてい

ない。

5B a first bindi
ng energy a
t which a m
aximum pe
ak is prese
nt in an O1
s narrow sp
ectrum obta
ined by ana
lyzing a sur
face of the 
hard mask f
ilm by X-ray 
photoelectr
on spectros
copy, and

ハードマス

ク膜の表面

をX線光電
子分光法で

分析したO1
sの狭帯域ス
ペクトルに

おける最大

ピークの結

合エネルギ

ーと、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の表面

を分析して

得られるO1
sナロースペ
クトルにお

ける最大ピ

ークの結合

エネルギー

については

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

5C a second bi
nding energ
y at which a 
maximum p
eak is pres
ent in an O
1s narrow s
pectrum obt
ained by an
alyzing an i
nside of the 
hard mask f
ilm by X-ray 
photoelectr
on spectros
copy.

ハードマス

ク膜の内部

をX線光電
子分光法で

分析したO1
sの狭帯域ス
ペクトルに

おける最大

ピークの結

合エネルギ

ーの差が0.1
eV以下であ
る。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
ハードマス

ク膜の内部

を分析して

得られるO1
sナロースペ
クトルにお

ける最大ピ

ークの結合

エネルギー

については

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項6】



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

6A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein t
he Si2p nar
row spectru
m has no p
eak at a bin
ding energy 
in a range o
f at least 97 
eV and at 
most 100 e
V.

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、Si2pの
狭帯域スペ

クトルに97
eV以上100e
V以下の結
合エネルギ

ー範囲にピ

ークがな

い。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
Si2pナロー
スペクトル

において結

合エネルギ

ー97 eV以
上100 eV以
下の範囲に

ピークがな

いことは記

載されてい

ない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) Si2pナロ
ースペクトル

は「97 eV以
上100 eV以
下の結合エネ

ルギーにピー

クを持たな

い」 (効果
[B]:低酸化度
のSi-O結合や
酸素と結合し

ていないシリ

コン-シリコ
ン結合(Si-Si
結合)の存在
比が低いこと

を示し、酸素

含有塩素系ガ

スを用いたド

ライエッチン

グに対する耐

性が高い)

(A) 00
21-00
26, 00
77, 00
97

【請求項7】

7A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein t
he absorbe
r film contai
ns at least 
one elemen
t selected fr
om chromiu
m, tantalu
m, nickel, a
nd cobalt.

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、吸収膜

がクロム、

タンタル、

ニッケル、

及びコバル

トから選ば

れる少なく

とも1つの
元素を含

む。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
吸収体膜が

クロム、タ

ンタル、ニ

ッケル、コ

バルトから

選択される

少なくとも

1つの元素
を含むこと

は記載され

ていない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 吸収体膜
は「クロム、

タンタル、ニ

ッケルから選

択された少な

くとも1つの
元素を含む」 
(効果[B]:適切
な光吸収特性

と加工性を実

現する)

(A) 00
41, 00
42

【請求項8】

8A The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein t
he absorbe

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、吸収膜

がクロル含

相

違

点

の

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
吸収体膜が

塩素含有ガ

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 吸収体膜
は「塩素含有

ガスでエッチ

ング可能」で

ある (効果

(A) 00
03, 00
52



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

r film can b
e etched wi
th a chlorin
e-containin
g gas.

有ガスでエ

ッチング可

能である。

認

定

スでエッチ

ング可能で

あることは

記載されて

いない。

[B]:パターン
形成工程での

加工性が向上

する)

【請求項9】

9A The mask b
lank accord
ing to claim 
8, wherein 
a protective 
film is provi
ded betwee
n the multil
ayer reflecti
ve film and 
the absorbe
r film.

請求項8の
マスクブラ

ンクにおい

て、多層反

射膜と吸収

膜との間に

保護膜が設

けられてい

る。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
多層反射膜

と吸収体膜

との間に保

護膜が設け

られること

は記載され

ていない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 「多層反
射膜と吸収体

膜の間に保護

膜が設けられ

ている」 (効
果[A]:多層反
射膜を保護

し、EUV光の
反射特性を維

持する)

(A) 01
65

【請求項1
0】

10
A

The mask b
lank accord
ing to claim 
1, wherein t
he protectiv
e film conta
ins rutheniu
m.

請求項1の
マスクブラ

ンクにおい

て、保護膜

がルテニウ

ムを含む。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
保護膜がル

テニウムを

含むことは

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

(A) 保護膜は
「ルテニウム

を含む」 (効
果[B]:EUV光
に対する透過

性と多層反射

膜の保護性能

を両立する)

(A) 01
15

【請求項1
1】

11
A

A method f
or manufact
uring a tran
sfer mask b
y using the 
mask blank 
according t
o claim 1, t
he method 
comprising:

請求項1の
マスクブラ

ンクを用い

て転写マス

クを製造す

る方法であ

って、

一

致

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には
「マスクブ

ランク100
を用いた位

相シフトマ

スク200の
製造方法」

が記載され

ており、こ

れは構成要

Noza
wa et 
al. '4
24 [0
077, 
0082]



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

素11Aの
「A method 
for manufac
turing a tra
nsfer mask 
by using th
e mask bla
nk accordin
g to claim 
1」に部分
的に相当す

る。ただ

し、使用す

るマスクブ

ランクの構

成が異な

る。

11
B

forming a tr
ansfer patte
rn on the h
ard mask fil
m by dry et
ching using 
a fluorine-b
ased gas a
nd using, a
s a mask, a 
resist film f
ormed on t
he hard ma
sk film and 
having the t
ransfer patt
ern; and

ハードマス

ク膜上にレ

ジスト膜を

形成し、そ

のレジスト

膜のパター

ンをマスク

として、フ

ッ素系ガス

によるドラ

イエッチン

グを行って

ハードマス

ク膜にパタ

ーンを形成

し、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
フッ素系ガ

スを用いた

ドライエッ

チングによ

りハードマ

スク膜に転

写パターン

を形成する

ことは明示

的に記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

11
C

forming the 
transfer pat
tern on the 
absorber fil
m by dry et
ching using 
a chlorine-c
ontaining g
as and usin
g, as a mas
k, the hard 

そのハード

マスク膜の

パターンを

マスクとし

て、クロル

含有ガスに

よるドライ

エッチング

を行って吸

収膜にパタ

ーンを形成

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
塩素含有ガ

スを用いた

ドライエッ

チングによ

り吸収体膜

に転写パタ

ーンを形成

することは

Noza
wa et 
al. '4
24



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

mask film w
ith the trans
fer pattern f
ormed ther
eon.

する、転写

マスクの製

造方法。

明示的に記

載されてい

ない。

【請求項1
2】

12
A

The metho
d according 
to claim 11, 
wherein the 
chlorine-co
ntaining ga
s is an oxyg
en-containi
ng chlorine-
based gas 
having a rat
io of chlorin
e-based ga
s to oxygen 
gas of at le
ast 10:1, an
d

請求項11の
方法におい

て、クロル

含有ガスが

クロル系ガ

スと酸素ガ

スの比率が

10:1以上の
クロル系酸

素含有ガス

であり、

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
塩素系ガス

と酸素ガス

の比率が少

なくとも1
0:1である
酸素含有塩

素系ガスを

使用するこ

とは記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24

12
B

wherein the 
dry etching 
using the c
hlorine-cont
aining gas i
s carried ou
t under a co
ndition whe
re a high bi
as voltage i
s applied.

クロル含有

ガスによる

ドライエッ

チングを高

バイアス電

圧下で行

う。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
高バイアス

電圧を印加

する条件下

で塩素含有

ガスを用い

たドライエ

ッチングを

行うことは

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項1
3】

13
A

The metho
d according 
to claim 11, 
wherein the 

請求項11の
方法におい

て、クロル

含有ガスが

相

違

点

の

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
酸素を含ま

Noza
wa et 
al. '4
24



ID 構成要素
構成要素(日
本語)

検

討

種

別

検討の内容

引例

段落

番号

限定ポイント

本願

段落

番号

chlorine-co
ntaining ga
s is an oxyg
en-free chlo
rine-based 
gas, and

酸素を含ま

ないクロル

系ガスであ

り、

認

定

ない塩素系

ガスを使用

することは

記載されて

いない。

13
B

wherein the 
dry etching 
using the c
hlorine-cont
aining gas i
s carried ou
t under a co
ndition whe
re a high bi
as voltage i
s applied.

クロル含有

ガスによる

ドライエッ

チングを高

バイアス電

圧下で行

う。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
高バイアス

電圧を印加

する条件下

で塩素含有

ガスを用い

たドライエ

ッチングを

行うことは

記載されて

いない。

Noza
wa et 
al. '4
24

【請求項1
4】

14
A

A method f
or manufact
uring a sem
iconductor 
device, co
mprising us
ing the tran
sfer mask 
manufactur
ed by the m
ethod accor
ding to clai
m 11 and tr
ansferring b
y exposure 
the transfer 
pattern to a 
resist film o
n a substrat
e to be prov
ided with a 
semicondu
ctor device.

請求項11の
方法で製造

した転写マ

スクを用い

て、半導体

デバイスを

製造する基

板上のレジ

スト膜にパ

ターンを露

光転写す

る、半導体

デバイスの

製造方法。

相

違

点

の

認

定

引用文献No
zawa et al. 
'424には、
請求項11の
方法で製造

された転写

マスクを用

いて半導体

デバイスを

製造する方

法は記載さ

れていな

い。

Noza
wa et 
al. '4
24


